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6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ





6.1 95–процентный ресурс (Тр() микросхем –  200000 ч.


6.2 Значение собственной резонансной частоты микросхем не менее 3 кГц.


6.3 Предельная температура p-n-перехода кристалла плюс 150 (С.


       6.4 Тепловое сопротивление кристалл-корпус не более  18 (С/Вт.
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 5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 





5.1 Микросхемы чувствительны к воздействию СЭ. Допустимое значение потенциала СЭ не более 200 В.


5.2 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лак марки               УР–231 по ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя. 


Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по                                                      ОСТ 11 073.063 при установке их:


– на некерамические платы как для корпусов типа 4. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов одной микросхемы – не более двух;


– на керамические платы как для корпусов типа 5. Допустимое количество перепаек одной микросхемы – не более трех;


Операцию лужения выводов микросхем  после их формовки и обрезки проводят по                     ОСТ 11 073.063–84  при установке микросхем:


– на некерамические платы (обрезка выводов более 1 мм от корпуса) как для корпусов типа 4. Выводы микросхем должны быть облужены от конца вывода по длине не менее                        1 мм от корпуса с обязательным облуживанием мест перегибов выводов. Допускается  растекание припоя до корпуса. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух;


– на керамические платы (обрезка выводов в пределах от 0,8 до 1,0 мм от корпуса) как для корпусов типа 5. Микросхемы погружают в ванну с припоем так, чтобы металлизированные площадки (на боковой и нижней поверхностях корпуса) были полностью покрыты припоем, при этом крышка корпуса и сварной шов должны быть предохранены от контакта с припоем. Время нахождения выводов в расплавленном припое должно быть не более 6 с. Выводы микросхем должны быть облужены на всю длину выводов, включая зону крепления к корпусу. Допустимое количество погружений одной микросхемы не более трех.


Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.


Рекомендуется начинать пайку выводов микросхемы с OV1, OV2, OV3 и VСС1, VСС2, VСС3, а пайку остальных выводов – в любой последовательности.


5.3 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.


5.4 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхему должен быть следующим:


– при включении на микросхему сначала подают напряжение питания Ucc, а затем входные напряжения UI, или одновременно;


– при выключении напряжение питания Ucc снимают последним или одновременно с входными напряжениями UI.


5.5 Допускается работа микросхем при времени нарастания и спада входных сигналов tLH и tHL не более 90 нс и при емкости нагрузки CL не более 900 пФ, при этом динамические параметры не гарантируются.


5.6 Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов к выводам микросхем NC (Cвободный вывод).


Все неиспользуемые входы микросхем должны соединяться с шинами “GND” или “UCC”.


5.7 На вход сигнала СЕ перед началом работы или измерений подать сигнал высокого  уровня длительностью не менее tRECCEH.


5.8 В непосредственной близости между объединенными между собой выводами 6, 37, 64 – (VСС1, VСС2, VСС3) и объединенными между собой выводами 26, 32, 60 – (OV1, OV2, OV3) микросхем должен быть подключен керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В.











При маркировке микросхем:


– наносятся конкретные обозначения микросхем  1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ в соответствии с картами заказа;


– буква «А», указывающая на типономинал микросхемы, и буква «У», указывающая на тип корпуса, не маркируется, вместо букв «Б», «В», «Г» – наносятся знаки «(», «((», «(((» соответственно на любом свободном месте поля маркировки;


– знак чувствительности микросхем к СЭ обозначается равносторонним треугольником (Δ) с вершиной, направленной вверх, который совмещен с обозначением первого вывода.


Маркировка упаковки должна содержать, кроме сокращенной маркировки микросхем 1839РЕ1, 1839РЕ1(, 1839РЕ1((, 1839РЕ1((( полное условное обозначение микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и знак чувствительности к СЭ в виде равностороннего треугольника (Δ) с вершиной, направленной вверх.


Для микросхем 1839РЕ1БН4:


       ( на упаковочной бандероли указывается обозначение микросхемы, номер технических условий, количество пластин и годных микросхем, номер габаритного чертежа (чертежа кристалла), а также знак чувствительности микросхем к СЭ, который обозначается равносторонним треугольником (Δ)   с вершиной, направленной вверх;


       ( общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхем, а также участки


контактных площадок, к которым допускается производить пайку и сварку, указываются на габаритном чертеже (чертеже кристалла) – (ЩИ7.344.502).





Таблица 1 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и контактных площадок микросхем 1839РЕ1БН4


Номер вывода микросхем


1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ�
Номер контактной площадки микросхем 1839РЕ1БН4 �
Обозначение вывода и контактной площадки�
Наименование вывода и контактной площадки�
�
1�
2�
3�
4�
�
1�
1�
A7�
Вход адресный седьмой�
�
2�
2�
A6�
Вход адресный шестой�
�
3�
3�
A5�
Вход адресный пятый�
�
4�
4�
A4�
Вход адресный четвертый�
�
5�
5�
А3�
Вход адресный третий�
�
6�
6�
Vcc1�
Вывод питания от источника напряжения�
�
7�
7�
D0�
Нулевой разряд данных�
�
8�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
9�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
10�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
11�
8�
D1�
Первый разряд данных�
�
12�
9�
D2�
Второй разряд данных�
�
13�
10�
D3�
Третий разряд данных�
�
14�
11�
D4�
Четвертый разряд данных�
�
15�
12�
D5�
Пятый разряд данных�
�
16�
13�
D6�
Шестой разряд данных�
�
17�
14�
D7�
Седьмой разряд данных�
�
18�
15�
D8�
Восьмой разряд данных�
�
19�
16�
D9�
Девятый разряд данных�
�
20�
17�
D10�
Десятый разряд данных�
�
�
�



		                                         2                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                               1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)





	











При маркировке микросхем:


– наносятся конкретные обозначения микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ в соответствии с картами заказа;


– буква «А», указывающая на типономинал микросхемы, и буква «У», указывающая на тип корпуса, не маркируется, вместо букв «Б», «В», «Г» – наносятся знаки «(», «((», «(((» соответственно на любом свободном месте поля маркировки;


– знак чувствительности микросхем к СЭ обозначается равносторонним треугольни-                 ком ∆ с вершиной, направленной вверх, который совмещен с обозначением первого вывода.


Маркировка упаковки должна содержать, кроме сокращенной маркировки микросхем 1839РЕ1, 1839РЕ1(, 1839РЕ1((, 1839РЕ1((( полное условное обозначение микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и знак чувствительности к СЭ в виде равностороннего треугольника ( с вершиной, направленной вверх.


Для микросхем 1839РЕ1БН4:


       ( на упаковочной бандероли указывается обозначение микросхемы, номер технических


условий, количество пластин и годных микросхем, номер габаритного чертежа (чертежа


кристалла), а также знак чувствительности микросхем к СЭ, который обозначается равно-


сторонним треугольником ( с вершиной, направленной вверх


       ( общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхем, а также участки


контактных площадок, к которым допускается производить пайку и сварку, указываются на габаритном чертеже (чертеже кристалла) – (ЩИ7.344.502).


	


Таблица 1 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем1839РЕ1АУ,  1839РЕ1БУ,  1839РЕ1ВУ,  1839РЕ1ГУ и контактных площадок микросхем 1839РЕ1БН4


Номер вывода микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 839РЕ1ВУ,  1839РЕ1ГУ�
Номер 


контактной 


площадки 


микросхем 1839РЕ1БН4�
Обозначение вывода и контактной площадки�
Наименование вывода и контактной


площадки�
�
1�
2�
3�
4�
�
1�
1�
А7�
Вход адресный седьмой�
�
2�
2�
А6�
Вход адресный шестой�
�
3�
3�
А5�
Вход адресный пятый�
�
4�
4�
А4�
Вход адресный четвертый�
�
5�
5�
А3�
Вход адресный третий�
�
6�
6�
VCC1�
Вывод питания от источника напряжения�
�
7�
7�
D0�
Нулевой разряд данных�
�
8�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
9�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
10�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
11�
8�
D1�
Первый разряд данных�
�
12�
9�
D2�
Второй разряд данных�
�
13�
10�
D3�
Третий разряд данных�
�
14�
11�
D4�
Четвертый разряд данных�
�
15�
12�
D5�
Пятый разряд анных�
�
16�
13�
D6�
Шестой разряд данных�
�
17�
14�
D7�
Седьмой разряд данных�
�
18�
15�
D8�
Восьмой разряд данных�
�
19�
16�
D9�
Девятый разряд данных�
�
20�
17�
D10�
Десятый разряд данных�
�
21�
18�
D11�
Одиннадцатый разряд данных�
�
22�
19�
D12�
Двенадцатый разряд данных�
�
23�
20�
D13�
Тринадцатый разряд данных�
�
24�
21�
D14�
Четырнадцатый разряд данных�
�
�
�
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3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ





Изготовитель гарантирует соответствие качества данных микросхем требованиям АЕЯР.431210.092 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, приведенных в настоящей ЭТ и ТУ на микросхемы.


Гарантийный срок хранения микросхем, численно равный гамма–процентному сроку сохраняемости (Тсγ ) указанному в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей ЭТ,  исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме.


Гарантийная наработка до отказа (Tн) микросхем, численно равная наработке до отказа (Tн) указанной в пунктах 2.1 и 2.3 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме, в пределах гарантийного срока хранения.





4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ





Микросхемы 1839РЕ1У соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092 ТУ и признаны годными для эксплуатации.  








       Приняты по                                                                                              от  ______________


                             указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата











штамп СКК           _______________________________________          ШТАМП ПЗ	


(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку


 или общий)                (помещают в случае проставки общего 


                                      штампа СКК)











       ШТАМП «Перепроверка произведена______________________»


						               дата











       Приняты по                                                                                              от ______________


                              указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата














штамп СКК                                                                                               ШТАМП ПЗ		


(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку


 или общий)                (помещают в случае проставки общего 


                                             штампа СКК)	











      Цена договорная  





	














































































































































































































































































































































































































































































































    Продолжение табл. 1


1                       �
2�
3�
4�
5�
�
15   Выходная емкость,  пФ�
CO�
–�
10�
25(10�
�
1) Для микросхем 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ.


2) С учетом всех паразитных емкостей.


3) Для нормального функционирования микросхемы необходимо перед началом работы подать                     на вход СЕ сигнал высокого уровня c временем восстановления t RECCEH ≥ (250,0±2,5) нс. 


4) Для микросхем 1839РЕ1АУ.


         5) Для микросхем 1839РЕ1БУ.


6) При превышении указанного времени определение временных параметров микросхемы                производят с  момента установления входных напряжений высокого UIН и низкого UIL  уровня





Примечания


1 Временные параметры по пунктам 8 – 13 настоящей таблицы  являются режимными, их значения          проверяют косвенно при проверке времени выборки разрешения по низкому уровню tACEL.


2 Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия специальных факторов соответствуют нормам, указанным в пунктах 1 – 13 настоящей таблицы для крайних значений рабочей температуры среды, а в пунктах 14, 15 – для нормальных климатических                       условий [Т = (25(10)(С]


3 Электрические параметры микросхем 1839РЕ1БН4  при приемке и поставке соответствуют                                         нормам электрических параметров при приемке и поставке микросхем 1839РЕ1БУ при нормальных климатических условиях�
�



Предельно–допустимый и предельный режим эксплуатации





Таблица 3 – Предельно-допустимый и предельный режим эксплуатации микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и микросхем 1839РЕ1БН4 в составе МСБ в диапазоне рабочих температур среды


Наименование параметра 


режима, единица измерения�
Буквенное


обозначение


параметра�
Предельно-допусти-мый режим�
Предельный 


режим�
�
�
�
не 


менее�
не


более�
не 


менее�
не


более�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
�
Напряжение питания, В�
UCC�
4,5�
5,5�
–�
7,0�
�
Напряжение на любом выводе, В�
U�
–0,4�
(UCC+0,4) 


 но  �не более 5,7�
–0,45�
(UCC+0,5)  но  �не более 7,0�
�
Входное напряжение низкого             уровня, В�



UIL�



–0,4�



0,81)�



–0,45�



–�
�
Выходной ток низкого уровня, мА�
IOL�
–�
2,0�
–�
5,02)�
�
Выходной ток высокого уровня, мА�
IOH�
–�
1,2�
–�
5,02)�
�
Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ                                                                                                                                   


1839РЕ1ГУ�



fС�



(�






5,55�



(�



(�
�
�
�
�
4,0�
�
�
�
�
�
�
5,0�
�
�
�
�
�
�
5,0�
�
�
�
Время нарастания и спада входных сигналов, нс�



tLH, tHL�
–�



53), 4)�
–�



100�
�
Емкость нагрузки, пФ�
CL�
–�
504), 5)�
–�
1000�
�
1) C учетом всех видов помех.


2) Выходной ток низкого IOL и высокого IOH уровня не должен превышать 50 мА при их длительности tW ≤ 200 нс.


3) При превышении указанного времени определение  временных  параметров  микросхемы  производят  с  момента  установления  входных напряжений высокого UIН и низкого UIL  уровня. 


4) При контроле параметров


     5)  С учетом всех паразитных емкостей�
�









   Лист 14          





– на керамические платы (обрезка выводов в пределах от 0,8 до 1,0 мм от корпуса) как для корпусов типа 5. Микросхемы погружают в ванну с припоем так, чтобы металлизированные площадки (на боковой и нижней поверхностях корпуса) были полностью покрыты припоем, при этом крышка корпуса и сварной шов должны быть предохранены от контакта с припоем. Время нахождения выводов в расплавленном припое должно быть не более 6 с. Выводы микросхем должны  быть облужены на всю длину выводов, включая зону крепления к корпусу. Допустимое количество погружений одной микросхемы не более трех.


Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие            передачи усилий, деформирующих корпус.


Рекомендуется начинать пайку выводов микросхемы с OV1, OV2, OV3 и VСС1, VСС2, VСС3, а пайку остальных выводов – в любой последовательности.


5.3 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.


5.4 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхему должен быть следующим:


– при включении на микросхему сначала подают напряжение питания Ucc, а затем входные напряжения UI, или одновременно;


– при выключении напряжение питания Ucc снимают последним или одновременно с входными напряжениями UI.


5.5 Допускается работа микросхем при времени нарастания и спада входных сигналов tLH и tHL                           не более 90 нс и при емкости нагрузки CL не более 900 пФ, при этом динамические параметры не гарантируются.


5.6 Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов к выводам микросхем NC (Cвободный вывод).


Все неиспользуемые входы микросхем должны соединяться с шинами “GND” или “UCC”.


5.7 На вход сигнала СЕ перед началом работы или измерений подать сигнал высокого уровня длительностью не менее tRECCEH.


5.8 В непосредственной близости между объединенными между собой выводами 6, 37, 64 – (VСС1, VСС2, VСС3) и объединенными между собой выводами 26, 32, 60 – (OV1, OV2, OV3) микросхем должен быть подключен керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В.





6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ





6.1 95–процентный ресурс (Тр() микросхем –  200000 ч.


6.2 Значение собственной резонансной частоты микросхем не менее 3 кГц.


6.3 Предельная температура p-n-перехода кристалла плюс 150 (С.


6.4 Тепловое сопротивление кристалл-корпус не более  18 (С/Вт.
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    Продолжение таблицы 2 


1�
2�
3�
4�
5�
�
10 Длительность сигнала  разрешения СЕ по низкому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�



tWСEL�






120�









–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
170�
�
�
�
�
�
130�
�
�
�
�
�
140�
�
�
�
11 Время восстановления  сигнала разрешения СЕ по высокому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�



tRECCEH�






60�
–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
80�
�
�
�
�
�
70�
�
�
�
�
�
60�
�
�
�
12 Время установления сигнала  разрешения СЕ при спаде после смены сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нc�






tSU (AL/H –  CEL)�






20�






–�
25(10


–60


125, 851)�
�
13 Время нарастания и спада  входных сигналов, нс


�



tLH, tHL �
–�
56)�
25(10


–60


125, 851)�
�
14   Входная емкость,  пФ�
СI�
–�
10�
25(10�
�
15   Выходная емкость,  пФ�
CO�
–�
10�
25(10�
�
1) Для микросхем 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ.


2) С учетом всех паразитных емкостей.


3) Для нормального функционирования микросхемы необходимо перед началом работы подать                     на вход СЕ сигнал высокого уровня c временем восстановления t RECCEH ≥ (250,0±2,5) нс. 


4) Для микросхем 1839РЕ1АУ.


  5) Для микросхем 1839РЕ1БУ.


6) При превышении указанного времени определение временных параметров микросхемы производят с  момента установления входных напряжений высокого UIН и низкого UIL  уровня





Примечания


1 Временные параметры по пунктам 8 – 13 настоящей таблицы  являются режимными, их значения          проверяют косвенно при проверке времени выборки разрешения по низкому уровню tACEL.


2 Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия специальных факторов соответствуют нормам, указанным в пунктах 1 – 13 настоящей таблицы для крайних значений рабочей температуры среды, а в пунктах 14, 15 – для нормальных климатических                           условий [Т = (25(10)(С]


3 Электрические параметры микросхем 1839РЕ1БН4  при приемке и поставке соответствуют                                         нормам электрических параметров при приемке и поставке микросхем 1839РЕ1БУ при нормальных климатических условиях�
�
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                                                                          1839РЕ1ГУ, 1839БН4)
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4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ  





Микросхемы 1839РЕ1АУ–Х, 1839РЕ1БУ–Х, 1839РЕ1ВУ–Х, 1839РЕ1ГУ–Х соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ и микросхемы 1839РЕ1БН4 соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ  и РД 11 0723 и признаны годными для эксплуатации.  





Приняты по                                                                                              от ______________


                        указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата





штамп СКК           _______________________________________        ШТАМП ПЗ


(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку


 или общий)                (помещают в случае проставки общего 


                                      штампа СКК)





ШТАМП «Перепроверка произведена______________________»


				            дата





Приняты по                                                                                              от ______________


                       указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата








штамп СКК                                                                                               ШТАМП ПЗ	


(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку


 или общий)                (помещают в случае проставки общего 


                                      штампа СКК)	


         





Цена договорная  








5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 





5.1 Микросхемы чувствительны к воздействию СЭ. Допустимое значение потенциала СЭ                                    не более 200 В.


5.2 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лак марки УР–231 по                             ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя. 


Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063                         при установке их:


– на некерамические платы как для корпусов типа 4. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов одной микросхемы – не более двух;


– на керамические платы как для корпусов типа 5. Допустимое количество перепаек одной микросхемы – не более трех;


Операцию лужения выводов микросхем  после их формовки и обрезки проводят по                     ОСТ 11 073.063–84  при установке микросхем:


– на некерамические платы (обрезка выводов более 1 мм от корпуса) как для корпусов типа 4. Выводы микросхем должны быть облужены от конца вывода по длине не менее 1 мм от корпуса с обязательным облуживанием мест перегибов выводов. Допускается  растекание припоя до корпуса. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух;











                                                                   8                        (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                          1839РЕ1ГУ, 1839БН4)
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 2 НАДЕЖНОСТЬ





2.1 Минимальная наработка  (Tнм) микросхем и микросхем в составе МСБ в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ и настоящей этикеткой, – 100000 ч, а в облегченных                                режимах: при Ucc = 5 В (3% и температуре (25(10) (С – 120000 ч.


2.2 Минимальный срок сохраняемости (Тсм ) микросхем и микросхем в составе МСБ при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и  температурой окружающей среды от плюс 5 до плюс 15(С и относительной влажности 55 % при температуре плюс 15 (С или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, – 25 лет.


Минимальный срок сохраняемости микросхем 1839РЕ1БН4:


– в упаковке предприятия–поставщика: в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет,                        под навесом –12, 5 лет, на открытой площадке – хранение не допускается;


– вмонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта) или в комплекте ЗИП:          в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет, под навесом и на открытой площадке – 12,5 лет.


2.3 Срок хранения микросхем 1839РЕ1БН4 с даты отгрузки до даты их герметизации


в составе МСБ – 12 месяцев. 


На протяжении этого срока допускается:


– хранение микросхем у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя в условиях


отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 15 (С и относительной влажности 55 % при температуре плюс 15 (С в течение 4 месяцев;


– нахождение микросхем после их изъятия предприятием-потребителем из упаковки                  предприятия-изготовителя в период производства МСБ до герметизации – 2 месяца, для неаттестованного производства. Для аттестованного производства допускается увеличение времени производства МСБ до 8 месяцев при согласовании с предприятием-изготовителем микросхем условий изготовления МСБ.





3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ





Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемых микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ требованиям АЕЯР.431210.092ТУ, а микросхем 1839РЕ1БН4 всем требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, приведенных в настоящей ЭТ и ТУ на микросхемы.


Гарантийный минимальный срок сохраняемости, численно равный минимальному сроку              сохраняемости микросхем (Тсм ), указанному в пункте 2.2 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме.


Гарантийная минимальная наработка микросхем, численно равная минимальной наработке (Тнм), указанной в пункте 2.1 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме в пределах срока сохраняемости.


Изготовитель гарантирует работоспособность микросхем 1839РЕ1БН4 в составе МСБ при условии выполнения указаний РД 11 0723 и АЕЯР.431210.092ТУ.


При оценке потребителем соответствия электрических параметров микросхем 1839РЕ1БН4 требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723 необходимо руководствоваться:


– до их герметизации в составе МСБ в течение 12 месяцев с даты отгрузки микросхем – нормами при приемке и поставке;


– в процессе эксплуатации МСБ, в том числе при испытаниях и при хранении микросхем в составе МСБ – нормами в течение наработки до отказа (пункты 2.1 и 2.4 настоящей ЭТ);


– при хранении микросхем в составе МСБ в упаковке поставщика и ЗИП – нормами в течение гамма–процентного срока сохраняемости (пункты 2.2 и 2.4 настоящей ЭТ). 





                                                                    7                        (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                          1839РЕ1ГУ, 1839БН4)





















































ПРЕДЕЛЬНО–ДОПУСТИМЫЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ





Таблица 3 – Предельно-допустимый и предельный режим эксплуатации микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и микросхем 1839РЕ1БН4 в составе МСБ в диапазоне           рабочих температур среды


Наименование параметра 


режима, единица измерения�
Буквенное


обозначение


параметра�
Предельно-допустимый режим�
Предельный режим�
�
�
�
не менее�
не более�
не менее�
не более�
�
Напряжение питания, В�
UCC�
4,5�
5,5�
–�
7,0�
�
Напряжение на любом выводе,  В�
U�
–0,4�
(UCC+0,4) 


 но  �не более 5,7�
–0,45�
(UCC+0,5)  но  �не более 7,0�
�
Входное напряжение низкого             уровня, В�



UIL�



–0,4�



0,81)�



–0,45�



–�
�
Выходной ток низкого уровня, мА�
IOL�
–�
2,0�
–�
5,02)�
�
Выходной ток высокого уровня, мА�
IOH�
–�
1,2�
–�
5,02)�
�
Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ                                                                                                                                   


1839РЕ1ГУ�






fС�






(�






5,55�






(�






(�
�
�
�
�
4,0�
�
�
�
�
�
�
5,0�
�
�
�
�
�
�
5,0�
�
�
�
Время нарастания и спада входных сигналов, нс�



tLH, tHL�



–�



53), 4)�



–�



100�
�
Емкость нагрузки, пФ�
CL�
–�
504), 5)�
–�
1000�
�
1) C учетом всех видов помех.


2) Выходной ток низкого IOL и высокого IOH уровня не должен превышать 50 мА при их длительности tW ≤ 200 нс.


3) При превышении указанного времени определение  временных  параметров  микросхемы  производят  с  момента  установления  входных напряжений высокого UIН и низкого UIL  уровня. 


4) При контроле параметров


     5)  С учетом всех паразитных емкостей�
�



1.2 Содержание драгоценных материалов на 1000 шт.:


–  золото – ________________г;





–  серебро –_______________г,





в том числе:





           – золото – ____________ г/мм на 64000 выводах длиной _____________ мм для микросхем   


           1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ


Проставляется на конкретно поставляемую микросхему





Драгоценных материалов не содержится в микросхемах 1839РЕ1БН4-Х. 








1.3 Цветных металлов не содержится








                                                                  6                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                          1839РЕ1ГУ, 1839БН4)
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 и знак чувствительности к СЭ
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                                         	                                      МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ


    s                                                                 (1839РЕ1АУ��____, (1839РЕ1БУ___, (1839РЕ1ВУ___, 


                                                                             (1839РЕ1ГУ____, (1839РЕ1БН4____


      	                                    проставляется знак «(» в поле ( перед наименованием поставляемой


                                                      конкретной микросхемой, а над чертой ____- конкретный  регистра-


                                                      ционный номер карты заказа (Х–согласно формы карты заказа)


      Код ОКП      


      63 3129 0515 – 1839РЕ1АУ


      63 3131 9085 – 1839РЕ1БУ


      63 3133 1925 – 1839РЕ1ВУ


      63 3133 1935 – 1839РЕ1ГУ


      63 3131 9665 – 1839РЕ1БН4         


Э Т И К Е Т К А


ЩИ3.418.217ЭТ





МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ 


и бескорпусные 1839РЕ1БН4


Постоянное запоминающее устройство (масочное)





Категория качества – «ВП»


Конструктивно-технологическое исполнение: микросхемы 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ  поставляются в металлокерамическом корпусе Н18.64–3В (с золотым покрытием), а микросхемы 1839РЕ1БН4 – в бескорпусном исполнении на общей пластине. 





                                          Схема расположения выводов



























































                                          Обозначения выводов показаны условно





Первый вывод микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ обозначен равносторонним треугольником (∆) с вершиной, направленной вверх, который расположен рядом с первым выводом на крышке корпуса (9 вывод сверху или 8 вывод снизу) и совмещен со знаком чувствительности к СЭ.


Первая контактная площадка для микросхем 1839РЕ1БН4 обозначается цифрой «1».


Нумерация контактных площадок против часовой стрелки.


 


	                                       1                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                                1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)
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Продолжение таблицы 1 


1�
2�
3�
4�
�
21�
18�
D11�
Одиннадцатый разряд данных�
�
22�
19�
D12�
Двенадцатый разряд данных�
�
23�
20�
D13�
Тринадцатый разряд данных�
�
24�
21�
D14�
Четырнадцатый разряд данных�
�
25�
22�
D15�
Пятнадцатый разряд данных�
�
26�
23�
OV1�
Общий вывод�
�
27�
24�
A0�
Вход адресный нулевой�
�
28�
25�
A2�
Вход адресный второй�
�
29�
26�
A12�
Вход адресный двенадцатый�
�
30�
27�
A1�
Вход адресный первый�
�
31�
28�
A13�
Вход адресный тринадцатый�
�
32�
29�
OV2�
Общий вывод�
�
33�
30�
A8�
Вход адресный восьмой�
�
34�
31�
A9�
Вход адресный девятый�
�
35�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
36�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
37�
32�
VCC2�
Вывод питания от источника напряжения�
�
38�
33�
D16�
Шестнадцатый разряд данных�
�
39�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
40�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
41�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
42�
34�
D17�
Семнадцатый разряд данных�
�
43�
35�
D18�
Восемнадцатый разряд данных�
�
44�
36�
D19�
Девятнадцатый разряд данных�
�
45�
37�
D20�
Двадцатый разряд данных�
�
46�
38�
D21�
Двадцать первый разряд данных�
�
47�
39�
D22�
Двадцать второй разряд данных�
�
48�
40�
D23�
Двадцать третий разряд данных�
�
49�
41�
D24�
Двадцать четвертый разряд данных�
�
50�
42�
D25�
Двадцать пятый разряд данных�
�
51�
43�
D26�
Двадцать шестой разряд данных�
�
52�
44�
D27�
Двадцать седьмой разряд данных�
�
53�
45�
D28�
Двадцать восьмой разряд данных�
�
54�
46�
D29�
Двадцать девятый разряд данных�
�
55�
47�
D30�
Тридцатый разряд данных�
�
56�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
57�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
58�
48�
D31�
Тридцать первый разряд данных�
�
59�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
60�
49�
OV3�
Общий вывод�
�
61�
50�
А11�
Одиннадцатый разряд адреса�
�
62�
51�
А10�
Десятый разряд адреса�
�
63�
52�
СЕ�
Сигнал разрешения�
�
64�
53�
VCC3�
Вывод питания от источника напряжения�
�









                                                            


                                                               


                                                                  3                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                                1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)




















3               			           (1839РЕ1У)





































































































 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





 1.1 Основные электрические параметры





  Таблица 2 – Электрические параметры микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


   1839РЕ1ГУ, при приемке и поставке


Наименование  параметра,


единица измерения, режим измерения�
Буквенное обоз-


начение�
Норма �
Температура, (С�
�
�
�
не менее�
не более�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
1 Выходное напряжение низкого уровня, В


при Ucc ( 4,5 В и IOL ( 2,0 мА (RL ( 10 МОм)�
�
�
0,4 (0,1)�
25(10�
�
�
�
�
0,5 (0,1)�
–60


125, 85 1) �
�
 2 Выходное напряжение высокого уровня, В  


при Ucc = 4,5 B и IOH ( 1,2 мА (RL ( 10 МОм)�
UOH�
2,4 (4,4)�
–�
25(10


–60


125, 851)�
�
 3 Ток потребления в режиме хранения, мА    � при Ucc ( 5,5 B�
ICCS�
–�
1�
25(10


–60


125, 851)�
�
 4 Динамический ток потребления, мА


при Ucc ( 5,5 В, tCYR = 1 мкс, RL ( 10 МОм �и CL ( 50 пФ2)�
ICCO3)�
–�
10�
25(10


–60


125, 851)�
�
5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА  


при Ucc ( 5,5 B�
ILIL, ILIH�
–�
5�
25(10


–60


125, 851)�
�
6 Выходной ток низкого и высокого уровня  в состоянии «Выключено», мкА


при UCC ( 5,5 В, UOZL = 0 В и UOZH = UCC�



IOZL, IOZH�



–�



5�
25(10


–60


125, 851)�
�
7 Время выборки разрешения по сигналу СЕ      по низкому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ


при UCC  ( 4,5 В, t CYR ( (180 4) , 250 5), 200 1) ) нс          и СL( 50 пФ 2)�



tACEL �









–�
100�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
�
150�
�
�
�
�
�
110�
�
�
�
�
�
120�
�
�
8 Время цикла считывания, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�
tCYR


�



       180�






–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
250�
�
�
�
�
�
200�
�
�
�
�
�
200�
�
�
�
9 Длительность сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�



tWAL/H�






150�









–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
210�
�
�
�
�
�
160�
�
�
�
�
�
170�
�
�
�
�
�
                                       


                                              


                                                       4                                    (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 


                                                                                1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)
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ОАО «Ангстрем»


124460, г. Москва,


Зеленоград





3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ





Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемых микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ требованиям АЕЯР.431210.092ТУ,          а микросхем 1839РЕ1БН4 всем требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, приведенных в настоящей ЭТ и ТУ на микросхемы.


Гарантийный минимальный срок сохраняемости, численно равный минимальному сроку сохраняемости микросхем (Тсм ), указанному в пункте 2.2 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме.


Гарантийная минимальная наработка микросхем, численно равная минимальной наработке (Тнм), указанной в пункте 2.1 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме в пределах срока сохраняемости.


Изготовитель гарантирует работоспособность микросхем 1839РЕ1БН4  в составе МСБ при условии  выполнения указаний РД 11 0723 и АЕЯР.431210.092ТУ.


При оценке потребителем соответствия электрических параметров микросхем 1839РЕ1БН4 требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723 необходимо руководствовать-


ся:


– до их герметизации в составе МСБ в течение 12 месяцев с даты отгрузки микросхем – нормами при приемке и поставке;


– в процессе эксплуатации МСБ, в том числе при испытаниях и при хранении микросхем в составе МСБ – нормами в течение наработки до отказа (пункты 2.1 и 2.4 настоящей ЭТ);


– при хранении микросхем в составе МСБ в упаковке поставщика и ЗИП – нормами в течение гамма–процентного срока сохраняемости (пункты 2.2 и 2.4 настоящей ЭТ). 





4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ  





Микросхемы 1839РЕ1АУ–Х, 1839РЕ1БУ–Х, 1839РЕ1ВУ–Х, 1839РЕ1ГУ–Х соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ и микросхемы 1839РЕ1БН4–Х соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ  и РД 11 0723 и признаны годными для эксплуатации.  





Приняты по                                                                                              от  ______________


                             указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата





штамп СКК           _______________________________________        ШТАМП ПЗ


(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку


 или общий)                (помещают в случае проставки общего 


                                      штампа СКК)





ШТАМП «Перепроверка произведена______________________»


						               дата





Приняты по                                                                                              от ______________


                              указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата





штамп СКК                                                                                               ШТАМП ПЗ	


(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку


        или общий)                (помещают в случае проставки общего 


                                       штампа СКК)	


         





        Цена договорная  






































Продолжение таблицы 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


1�
2�
3�
4�
�
25�
22�
D15�
Пятнадцатый разряд данных�
�
26�
23�
OV1�
Общий вывод�
�
27�
24�
A0�
Вход адресный нулевой�
�
28�
25�
A2�
Вход адресный второй�
�
29�
26�
A12�
Вход адресный двенадцатый�
�
30�
27�
A1�
Вход адресный первый�
�
31�
28�
A13�
Вход адресный тринадцатый�
�
32�
29�
OV2�
Общий  вывод�
�
33�
30�
A8�
Вход адресный восьмой�
�
34�
31�
A9�
Вход адресный девятый�
�
35�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
36�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
37�
32�
VCC2�
  Вывод питания от  источника напряжения�
�
38�
33�
D16�
Шестнадцатый разряд данных�
�
39�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
40�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
41�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
42�
34�
D17�
Семнадцатый разряд данных�
�
43�
35�
D18�
Восемнадцатый разряд данных�
�
44�
36�
D19�
Девятнадцатый разряд данных�
�
45�
37�
D20�
Двадцатый разряд данных�
�
46�
38�
D21�
Двадцать первый разряд данных�
�
47�
39�
D22�
Двадцать второй разряд данных�
�
48�
40�
D23�
Двадцать третий разряд данных�
�
49�
41�
D24�
Двадцать четвертый разряд данных�
�
50�
42�
D25�
Двадцать пятый разряд данных�
�
51�
43�
D26�
Двадцать шестой разряд данных�
�
52�
44�
D27�
Двадцать седьмой разряд данных�
�
53�
45�
D28�
Двадцать восьмой разряд данных�
�
54�
46�
D29�
Двадцать девятый разряд данных�
�
55�
47�
D30�
Тридцатый разряд данных�
�
56�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
57�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
58�
48�
D31�
Тридцать первый разряд данных�
�
59�
–�
NC�
Свободный вывод�
�
60�
49�
OV3�
Общий вывод�
�
61�
50�
A11�
Одиннадцатый разряд адреса�
�
62�
51�
A10�
Десятый разряд адреса�
�
63�
52�
CE�
Сигнал разрешения�
�
64�
53�
VCC3�
Вывод питания т источника напряжения�
�



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





1.1 Основные электрические параметры





Таблица 1 – Электрические параметры микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ при приемке и поставке


Наименование параметра, единица измерения, режим               измерения�
Буквенное обозначение�
Норма�
Темпера-тура, (С�
�
�
�
не менее�
не более�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
 1 Выходное напряжение низкого уровня, В 


при Ucc ≥ 4,5 B и IOL ( 2,0 мА (RL ( 10 МОм)�
UOL�
–�
0,4 (0,1)�
25(10�
�
�
�
�
0,5 (0,1)�
–60


125, 851)�
�
�
�












Продолжение таблицы 1 


1�
2�
3�
4�
5�
�
 2 Выходное напряжение высокого уровня, В  


при Ucc = 4,5 B и IOH ( 1,2 мА (RL ( 10 МОм)�
UOH�
2,4 (4,4)�
–�
25(10


–60


125, 851)�
�
 3 Ток потребления в режиме хранения, мА    � при Ucc ( 5,5 B�
ICCS�
–�
1�
25(10


–60


125, 851)�
�
 4 Динамический ток потребления, мА


при Ucc ( 5,5 В, tCYR = 1 мкс, RL ( 10 МОм �и CL ( 50 пФ2)�
ICCO3)�
–�
10�
25(10


–60


125, 851)�
�
5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА  


при Ucc ( 5,5 B�
ILIL, ILIH�
–�
5�
25(10


–60


125, 851)�
�
6 Выходной ток низкого и высокого уровня  в состоянии «Выключено», мкА


при UCC ( 5,5 В, UOZL = 0 В и UOZH = UCC�



IOZL, IOZH�



–�



5�
25(10


–60


125, 851)�
�
7 Время выборки разрешения по сигналу СЕ по низкому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ


при UCC  ( 4,5 В, t CYR ( (180 4) , 250 5), 200 1) ) нс и СL( 50 пФ 2)�






tACEL �






–�






100�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
�
150�
�
�
�
�
�
110�
�
�
�
�
�
120�
�
�
8 Время цикла считывания, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�
tCYR


�



180�
–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
250�
�
�
�
�
�
200�
�
�
�
�
�
200�
�
�
�
9 Длительность сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�






tWAL/H�






150�






–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
210�
�
�
�
�
�
160�
�
�
�
�
�
170�
�
�
�
10 Длительность сигнала  разрешения СЕ по низкому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�






tWСEL�






120�
–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
170�
�
�
�
�
�
130�
�
�
�
�
�
140�
�
�
�
11 Время восстановления  сигнала разрешения СЕ по высокому уровню, нс


1839РЕ1АУ 


1839РЕ1БУ


1839РЕ1ВУ


1839РЕ1ГУ�






tRECCEH�






60�
–�
25(10


–60


125, 851)�
�
�
�
80�
�
�
�
�
�
70�
�
�
�
�
�
60�
�
�
�
12 Время установления сигнала  разрешения СЕ при спаде после смены сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нc�






tSU (AL/H –  CEL)�






20�






–�
25(10


–60


125, 851)�
�
13 Время нарастания и спада  входных сигналов, нс


�
tLH, tHL �
–�
56)�
25(10


–60


125, 851)�
�
14   Входная емкость,  пФ�
СI�
–�
10�
25(10�
�
�
�






          					                МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ


    s                                                    (1839РЕ1АУ___, (1839РЕ1БУ___, 1839РЕ1ВУ___, 


                                                                                    (1839РЕ1ГУ___, (1839РЕ1БН4___


                                                      проставляется знак «√» в поле ( перед наименованием 


                                                      поставляемой конкретной микросхемой, а над чертой ____ -


                                                      конкретный регистрационный номер карты заказа 


                                                      (Х–согласно формы карты заказа) 


     63 3129 0515 – 1839РЕ1АУ


     63 3131 9085 – 1839РЕ1БУ


     63 3133 1925 – 1839РЕ1ВУ


     63 3133 1935 – 1839РЕ1ГУ


     63 3131 9665 – 1839РЕ1БН4            


                                                                Э Т И К Е Т К А


ЩИ3.418.217ЭТ





МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ                      И БЕСКОРПУСНЫЕ 1839РЕ1БН4 


Постоянное запоминающее устройство (масочное)





Категория качества – «ВП»


Конструктивно-технологическое исполнение: микросхемы 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ поставляются в металлокерамическом корпусе Н18.64–3В (с золотым покрытием), а микросхемы 1839РЕ1БН4 – в бескорпусном исполнении на общей пластине. 


Схема расположения выводов





41








                                                         57                                                           40





                                                         64


                                                           1


                                                          


25





                            Ключ 


            и знак чувствительности  к СЭ           9                         24 


Обозначения  выводов показаны условно





Первый вывод микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ обозначен равносторонним треугольником (∆) с вершиной, направленной вверх, который расположен рядом с первым выводом на крышке корпуса (9 вывод сверху или 8 вывод снизу) и совмещен со знаком чувствительности к СЭ.  


Первая контактная площадка для микросхем 1839РЕ1БН4 обозначается цифрой «1».      


Нумерация контактных площадок против часовой стрелки.





МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 1637РУ1У


Оперативное запоминающее устройство (статическое)





63 3131 9725





Микросхемы интегральные


              1637РУ1У














1.2 Содержание драгоценных материалов на 1000 шт.:


          –  золото – ________________г;





          –  серебро –_______________г,





      в том числе:





 золото – ____________ г/мм на 64000 выводах длиной _____________ мм для микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ


Проставляется на конкретно поставляемую микросхему





Драгоценных материалов не содержится в микросхемах 1839РЕ1БН4. 





1.3 Цветных металлов не содержится





2 НАДЕЖНОСТЬ





2.1 Минимальная наработка  (Tнм) микросхем и микросхем в составе МСБ в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ и настоящей этикеткой, – 100000 ч, а в облегченных режимах: при Ucc = 5 В (3% и температуре (25(10) (С – 120000 ч.


2.2 Минимальный срок сохраняемости (Тсм ) микросхем и микросхем в составе МСБ при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой окружающей среды от плюс 5 до плюс 15(С и относительной влажности 55 % при температуре плюс 15 (С или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, – 25 лет.


Минимальный срок сохраняемости микросхем 1839РЕ1БН4:


– в упаковке предприятия–поставщика: в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет,                        под навесом –12, 5 лет, на открытой площадке – хранение не допускается;


– вмонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта) или в комплекте ЗИП: в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет, под навесом и на открытой площадке – 12,5 лет.


2.3 Срок хранения микросхем 1839РЕ1БН4 с даты отгрузки до даты их герметизации


  в составе МСБ – 12 месяцев. 


         На протяжении этого срока допускается:


– хранение микросхем у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя в условиях


  отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха при температуре окру-


  жающей среды от плюс 5 до плюс 15 (С и относительной влажности 55 % при температуре


   плюс 15 (С в течение 4 месяцев;


– нахождение микросхем после их изъятия предприятием-потребителем из упаковки


предприятия-изготовителя в период производства МСБ до герметизации – 2 месяца, для неаттестованого производства. Для аттестованного производства допускается увеличение 


времени производства МСБ до 8 месяцев при согласовании с предприятием-изготовителем микросхем условий изготовления МСБ.























